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1. Scopul etapei 2023 conform proiectului depus la concurs

Modelarea proceselor electronice si fononice in oxizii metalici InoO3:Zn,(Pb,T1), cat si in
nanofire si nanotuburi de siliciu. Elaborarea si confectionarea mostrelor experimentale ale
dispozitivelor in baza materialelor nanostructurate.

2. Obiectivele etapei 2023

1.

Cercetarea teoretica a proprietatilor electronice, fononice si structurale ale oxizilor
In203:Zn i1 In203:(Pb,T);

Cercetarea teoretica a proprietdtilor fononice ale nanofirelor si nanotuburilor de siliciu;
Studierea experimentald prin metodele XRD si AFM a proprietatilor structurale ale
filmelor nanocompozite din sistemul ZnO-In,O3, obtinute prin metoda spray-pirolizei;
Elaborarea procedeelor tehnologice de obtinere a filmelor oxidice de InaxGaz(1-x)O3 si
ZnxMgxO, cat si caracterizarea morfologica si structurald a materialelor obtinute;
Studiul aspectelor tehnologice de obtinere a microfirelor de SnSe in invelis de sticla si
studiul proprietatilor termoelectrice ale lor;

Elaborarea design-ului fotoreceptoarelor de radiatie UV in baza filmelor oxidice de
ZnxMg1xO si a dispozitivului de flux termic Tn baza microfirelor si filmelor planare de
Bi.

Actiunile planificate pentru realizarea scopului si obiectivelor etapei 2023

1.

Modelarea teoretica a proprietatilor electronice si structurale ale oxizilor In2O3:Zn,
Zn0:In si In203:(Pb,T1) cu utilizarea functionalei de densitate.

Studierea experimentald prin metodele XRD si AFM a proprietdtilor structurale ale
filmelor nanocompozite din sistemul ZnO-In,03, obtinute prin metoda spray-pirolizei.
Studiul proprietatilor fononice ale cristalelor dopate de InOs:(Pb, Tl) cu utilizarea
finctionalei de densitate.

Modelarea si studierea teoretica a spectrelor fononilor acustici, a capacitatii termice si a
Studiul aspectelor tehnologice de obtinere a filmelor oxidice in sistemul In2xGaz(1-x)O3
s1 ZnxMgxO si caracterizarea lor prin metode optice.

Dezvoltarea tehnologiei de proiectare si creare a senzorului anizotrop planar de flux
termic 1n baza filmelor de Bi pe suport de mica.

Elaborarea procedeelor de formare a tranzistorilor cu efect de camp (FET) in baza
filmelor nanometrice de SnS si efectuarea caracterizarilor electrice a tranzistorilor.
Dezvoltarea tehnologiei de producere a microfirului semiconductor din compusii
calcogenici SnSe in Invelis de sticla.

Actiunile realizate

1.

In cadrul teoriei functionalului densititii stirilor au fost calculate si cercetate
proprietdtile electronice, fononice si/sau structurale ale oxizilor In2O3:Zn, ZnO:In si
Iny03:(Pb,T1).

Prin metoda spray-pirolizei au fost obtinute pelicule nanocompozite din sistemul ZnO-
In20s si a fost realizat studiul complex al proprietatilor structurale ale lor.

fononice in nanofirele si nanotuburile din Si de temperatura si de dimensiunile spatiale.
Au fost studiate aspectele tehnologice de obtinere a filmelor oxidice in sistemul
In2xGaz(1-x)O3 si a fost efectuatd caracterizarea lor prin metode optice. A fost elaborata




tehnologia de confectionare a mostrelor de laborator ale fotoreceptorilor in baza
materialelor oxidice
ZnxMg1 0.

5. A fost dezvoltata tehnologia de proiectare si creare a senzorului anizotrop planar de flux
termic in baza filmelor de Bi pe suport de mica.

6. Aufost elaborate procedeele de formare a tranzistorilor cu efect de camp in baza filmelor
nanometrice de SnS si efectuata caracterizarea electrica a tranzistorilor.

7. Au fost cercetate proprietatile termoelectrice ale straturilor si microfirelor de SnSe dopat
cu Ag.

5. Rezultatele obtinute
5.1. Proprietatile electronice si fononice ale oxizilor In203:Zn si In203:(Pb,TI)

Calculele teoretice ab initio a proprietatilor electronice si fononice au fost efectuate in cadrul
formalismului functionalului densitatii (DFT) asa cum este implementat in pachetul de coduri-
sursd Quantum ESPRESSO. Oxidul de indiu, dopat cu Zn, Pb si T, a fost modelat pe baza celulei
primitive a In2O3 de tip bixbyit cu 40 de atomi prin nlocuirea unui atom de In in nodul b al retelei
cu un atom de Zn sau Pb si addugarea ulterioara a unui atom de Tl intr-un internod in imediata
vecindtate a atomului de Pb in cazul defectelor biatomice Pb-TIl. Aceasta configuratie duce la
formarea impuritatii punctiforme Zny sau Pby-Tl.
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Figura. 5.1. Spectrele energetice ale (a) electronilor si (b) fononilor in In2O3 cu defectul
punctiform Pby-Tl;

Dupa cum se vede din Fig. 5.1, formarea defectului Pby-Tl; in reteaua cristalind a InO3
duce la modificarea substantiald a spectrelor electronice si fononice. In spectrul electronic apar
trei subbenzi de conductie: CBo, CB; si CB., primele doua dintre care conform pozitiei nivelului
Fermi sunt totalmente ocupate de electroni. Analiza densitatii electronice de stari ne duce la
concluzia, ca subbanda CBy este dominata de orbitalele O-2p si Pb-6s, iar orbitalele O-2p si Tl-6s
contribuie cel mai mult la formarea suubenzii CB;. Subbanda CB; ramane neocupatd la T =0 K,
insa deoarece latimea benzii interzise dintre CB si CB; este de doar ~0.6 eV, ambele subbenzi
vor participa la condictibilitatea electronica deja la temperaturi moderate.

Spectrul fononic si densitatea fononica de stari demonstreaza aparitia ramurilor fononice
plate in intervalul de energii ~5-10 meV si care sunt dominate de vibratii ale atomilor de impuritate
Tl si Pb. Este important faptul, ca aceste vibratii sunt localizate in spatiu si joaca rolul centrelor de
imprastiere a fononilor acustici cu viteza de grup nalta, ceea ce duce la limitarea capacitatii de
transport a caldurii. In general se poate observa, ci introducerea Tl si Pb provoaci un spectru
fononic mai strans cu o multidudine de ramuri fononice plate. Aceasta implicd un spatiu de faza



marit pentru procesele de imprastiere fonon-fononice si o vitezd medie de grup a fononilor redusa,
ambii factori fiind premize importante pentru suprimarea eficientd a transportului termic.

Rezultatele obtinute pentru InoO3 cu defectele punctiforme monoatomare Zny sunt calitativ
similare: adaugarea defectelor provoaca modificarea esentiala a starilor electronice si fononice.
termice in compusii pe bazd de oxid de indiu prin dopaj cu Zn, Pb si Tl si pot duce la aplicatii
practice ale acestora in termoelectricitate.

5.2. Proprietatilor structurale ale filmelor nanocompozite din sistemul ZnO-In203
obtinute prin metoda spray-pirolizei.

Filmele cu grosimea de ~ 100 nm au fost depuse din solutii apoase de cloruri de In si Zn
pe sudstrat de Si, compozitia lor a variat in conformitate cu valorile lui x=Zn/In, acestea fiind
cuprinse in diapazonul 0-2. Procesul de spray-piroliza s-a realizat la temperatura T=450°C.
Cercetarile structurale s-au efectuat cu ajutorul difractometrului EMPYREAN X-ray si a
microscopului atomic de fortd (AFM) Park XE7. Noi am elaborat un algoritm modificat de
calculare a dimensiunii cristalitelor, care ia In consideratie tensiunile deformationale in filme.
Rezultatele obtinute denota faptul, ca odata cu cresterea continutului de Zn in filmele obtinute: a)
creste numarul de faze nanocristaline formate pe baza de Zn, ajungand la 5 pentru x=2, printre care
fazele cubice In;0;3 si ZnO, hexagonald ZnO, trigonald In2O3(Zn0); si faza ortorombica ZnO3; b)
dimensiunea medie a cristalitelor se modificd nemonoton, atingand valoarea minimala de ~12-15
nm pentru x=1 (vezi Figura 5.2b); ¢) un fapt neobisnuit, pe care 1-am stabilit, este formarea fazei
cubice ZnO si a fazei din sirul holomorf In203(Zn0)s, acestea apar in alte metode de formare la
temperaturi i presiuni semnificativ mai inalte. Am propus o explicatie acestui efect, bazata pe
proprietatile nanocompozitelor, considerand cd una din suprafetele InoO3 poate servi drept element
de nucleare pentru fazele nestabile, mentionate anterior.
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Figura 5.2. Morfologia superficiald a peliculei in sistemul In-Zn-O, obtinuta la temperatura
Tpyr=450 °C, pentru: a) x = 0.125; b) x=1; ¢) x=2, stabilitd cu ajutorul metodei AFM.

Analiza modificérii constantelor atomice ale retelelor la modificarea compozitiei x a
peliculei a permis de a concluziona despre doparea reciproca a cristalitelor fazelor oxidice cu atomi
de Zn si In. Calculele efectuate in cadrul DFT a diferitor tipuri de inserdri a acestor atomi ne
conduc la concluzia, ca cea mai probabila este inserarea atomilor de substitutie in nodurile atomilor
de metal din faza de oxid.

5.3. Proprietatile fotoconductibile ale filmelor oxidice ZnxMgi-xO si (GaxInix)203.
A fost optimizata tehnologia de formare a filmelor oxidice de ZnxMgixO si (GaxInix)203
prin metoda depunerii din aerosoli si prin centrifugare pentru aplicarea lor la elaborarea

.....



iradiere cu diferite lungimi de unda pentu oxizii mentionati demonstreaza sensibilitate untr-un
domeniu spectral larg, de la UV pana la IR (vezi Figura 5.3).
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Figura 5.3. Relaxarea fotocurentului la T=300 K in vid la iradierea cu diferite lungimi de unda
pentru filmele oxidice de ZnogMgo 20 si (In;xGax)20s3.

5.4. Proprietatile termoelectrice ale straturilor si microfirelor de SnSe dopat cu Ag.

Au fost studiate proprietatile termoelectrice ale straturilor monocristaline si ale
microfirelor policristaline in invelis de sticld in bazd de SnSe dopat cu Ag, in intervalul de
temperaturi 90 K — 300 K. Monocristalele SnSeAgoo1 sunt crescute prin metoda verticald
Bridgman din topitura stoichiometrica. Un strat monocristalin cu grosimea de 35 pm este format
prin metoda de exfoliere la o temperaturd joasa. Microfirele policristaline in invelis de sticla cu
diferite diametre: 40 um —140 pm, sunt preparate prin metoda Ulitovsky. Forta electromotoare a
probelor investigate (microfire si straturi) la 300 K constitue 190 — 210 pV/K. Factorul de putere
al tuturor probelor la temperatura camerei are o valoare de 15— 18 pW cm™ K2, care scade
monoton odata cu scaderea temperaturii si corespunde valorilor atinse pentru Bi;Tes. Conform
puterii termoelectrice masurate, toate probele prezinta conductivitate de tip n (vezi Figura 5.4).

5.5. Senzorul anizotrop de flux termic.

Pentru functionarea unui senzor anizotrop de flux termic realizat dintr-un material cu
anizotropie de termoputere (Bi), este necesar ca axa cristalograficd C; sd fie orientatd sub un
anumit unghi fatd de planul senzorului. Prin metoda de evaporare termica a Bi in vid pe suport din
micd, au fost depuse filme policristaline de Bi cu grosimea de 2 um — 5 pm. Recristalizarea lor
pentru obtinerea filmelor monocristaline cu orientarea predeterminata a axei cristalografice C; a
necesitat elaborarea instalatiei, care permite efectuarea recristalizarii peliculelor de Bi in camp
electric puternic cu ajutorul radiatiei lazer cu lungimea de unda A=450 nm. In cadrul ciclului initial
unic erau executate elementele constructive ale traductorului de flux de caldura, dupa aceea era
efectuat procesul de recristalizare. Campul electric era obtinut intr-o placa transparenta de sticla
cu un strat conductor depus si o placd de cupru; in procesul de recristalizare condensatorul se rotea
la un unghi de +/- 36". Mostrele experimentale ale senzorilor de flux de cildurd sunt pregitite
pentru testare.
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Figura 5.4. (a) Monocristalul de SnSeAgo.o1. (b) Strat monocristalin de SnSeAgo 01 exfoliat cu
grosimea =35 um. (c) Ilustrarea schematica a procesului de obtinere a microfirelor prin metoda
Ulitovsky din SnSeAgooi1. (d) Imaginea obtinutd la microscopul optic a unui microfir de
SnSeAgoo1 in invelis de sticla cu diametrul de 40 pm si diametrul exterior D = 50 um. (e)
Dependenta de temperatura a factorului de putere PF pentru microfirul de SnSeAgo.o1 cu diferite
diametre d si pentru stratul monocristalin: (1) d=40 um; (2) d=140 um; (3) d=56 um; (4) d =50
um; (5) stratul monocristalin SnSeAgo,01 cu grosimea =35 um.

5.6. Tranzistor cu efect de cimp pe baza filmelor nanometrice de SnS

In baza filmelor nanometrice de SnS a fost confectionat tranzistorul cu efect de camp
(FET). S-a stabilit, ca la aplicarea tensiunii la poartd de pana la 1 uV, curentul creste cu cateva
ordine de marime si dependenta Ip-Vp se modificd esential, SnS comportandu-se ca un
semiconductor de tip p. In cazul, cand sunt aplicate tensiuni de poartd minuscule, campul electric
vertical aplicat SnS induce o modificare a cdii de curgere a purtatorilor de sarcind, implicind stratul
SnS interior si continuu in conductia electrica. In Fig. 5.5 este prezentati schematic curgerea
purtatorilor de sarcina de la sursa S la drena D 1n absenta si in prezenta voltajului aplicat Vg, iar in
Fig. 5.6 — dependenta Ip-Vp a tranzistorului.

G
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Figura 5.5. (a) Imaginea AFM a filmelor de SnS; (b) Reprezentarea schematica a cailor de curgere
a purtdtorilor de sarcind Intre electrozii sursa (S) si drena (D) in absenta si in prezenta unei tensiuni
de poarta aplicate.



Figura. 5.6. Dependenta Ip-Vp a tranzistorului pentru Ve=0 si Vg#0.

5.7. Conductibilitatea termica fononica a nanofirelor si nanotuburilor de siliciu.

In anul 2023 noi am continuat cercetarea proprietitilor fononice si termoconductibile ale
nanofirelor si nanotuburilor de siliciu, incepute in etapa precedentd a proiectului. In cadrul
modelului dinamic Born-von Karman al oscilatiilor retelei cristaline au fost obtinute spectrele
energetice ale fononilor, iar transportul de caldura a fost calculat din ecuatia cinetica Boltzmann
in aproximatia perioadei de relaxare. In Fig. 5.7 este prezentatid dependenta de temperaturd a
capacitatii termice (panoul (a)) si a conductibilitétii termice de retea (panoul (b)) in nanotubul de
siliciu cu sectiunea transversala variabild. De asemenea sunt prezentate dependentele de

temperaturd a capacitdtii termice si a conductibilitatii termice in nanotubul de siliciu cu sectiunea

transversald constanta (dﬁ)]\g =0). Modulatia sectiunii transversale influenteaza slab capacitatea

termicd a nanotubului, insd micgoreaza substantial conductibilitatea termica de retea —de 5 — 10
ori in dependenta de temperatura si de valoarea modulatiei sectiunii.
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Figura 5.7. Detendenta de temperatura a capacitatii termice si a conductibilitatii termice de
retea In nanotuburile de siliciu cu sectiune transversala variabila si constanta.

6. Impactul stiintific, social si/sau economic al rezultatelor stiintifice obtinute in cadrul
proiectului

» Impactul stiintific principal al rezultatelor obtinute este legat de obtinerea cunostintelor
fundamentale noi despre procesele electronice, fononice, termice si termoelectrice in




materialele nanostructurate studiate: In2O3:Zn si In2O3:(Pb,Tl) si 1n peliculele subtiri din
sistemul ZnO-In;O3, SnS, SnSe, InxxGarax03 si ZnkMgi«O, in nonofirele si
nanotuburile din Si cu sectiunea transversala variabila;

» Impactul economic al proiectului este legat de aplicarea posibild a rezultatelor obtinute
pentru imbunatatirea parametrilor de lucru ai dispozitivelor electronice;

» Rezultatele obtinute vor fi de asemenea utilizate la actualizarea cursurilor, tinute de
participantii proiectului in cadrul Facultatii de Fizica si Inginerie a Universitatii de Stat
din Moldova, lucru care la randul sau va contribui la ridicarea nivelului de pregatire al
generatiilor noi de fizicieni din Republica Moldova.

7. Colaborare la nivel national si international in cadrul implementarii proiectului

Au fost efectuate colaborari stiintifice cu urmatoarele echipe de cercetatori:

e echipa de cercetatori condusa de dr. S. Vatavu (USM) (efectuarea analizei AFM si XRD
a peliculelor subtiri ZnO-In203);

e chcipa de cercetatori de la Centrul National pentru Studiul si Testarea Materialelor
(UTM) (efectuarea analizei SEM si EDX a materialelor nanostructurate in baza de SnS,
SnS», BixTes, In-Ga-Sn-0O, Zn-Mg-0);

e cchipa de cercetitori condusd de Prof. A.A. Balandin de la Universitatea din
California — Los-Angeles (SUA) (cercetari comune a proprietatilor fononice in
nanostructuri);

e cchipa de cercetatori condusa de Prof. K. Rogacki de la Institute of Low Temperatures
and Structural Research, Wroclaw, Polonia: efectuarea studiilor complexe privind
structurile de dimensionalitate redusa in baza materialelor BioTes si BiSb;

e cchipa de cercetatori condusa de Prof. T.E. Huber de la Universitatea ,, Howard” (SUA)
(cercetari comune a nanofirelor de Bi si aleajelor Bi-Sb).

8. Dificultitile in realizarea proiectului (financiare, organizatorice, legate de resursele
umane etc.)

Nu sunt.
9. Diseminarea rezultatelor obtinute in proiect in forma de publicatii

Lista lucrarilor stiintifice, stiintifico-metodice si didactice
publicate in anul 2023 in cadrul proiectului din Programul de Stat:
Materiale nanostructurate avansate pentru aplicatii termoelectrice si senzori
cu cifrul 20.80009.5007.02
9.1. Monografii (recomandate spre editare de consiliul stiintific/senatul organizatiei din domeniile
cercetarii si inovarii)
9.2. Capitole in monografii nationale/internationale - 25
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KOROTCENKOV, G., PRONIN, I. New trends and approaches in the development of
photonic IR detector technology. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of 1I-VI Semiconductor-
based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, Switzerland, 2023,
pp. 107-133. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1 5

KOROTCENKOV, G. IR detectors array. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI
Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer,
Switzerland, 2023, pp. 79-106. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_4



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

KOROTCENKOV, G. Introduction in IR detectors, pp. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook
of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors.
Springer, Switzerland, 2023, pp. 3-22. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1 1
KOROTCENKOV, G. II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: post-
deposition treatments. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of 1I-VI Semiconductor-based
Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland,
2023, pp. 551-578. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 19

KOROTCENKOV, G. II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: stability and
oxidation. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and
Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp.
517-550. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 18

KOROTCENKOV, G., SIMONENKO, N.P., FEDOROV, F.S., SYSOEV, V.V.
II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: Schottky barrier, ohmic contacts, and
heterostructures. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of 1I-VI Semiconductor-based Sensors
and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023,
pp. 491-516. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 17

KOROTCENKOV, G. II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: deposition,
doping, and etchig. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of 1I-VI Semiconductor-based Sensors
and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023,
pp. 465-490. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 16

AMIN, F., ALI, Z., KOROTCENKOV, G. II-VI quantum dots and their surface
functionalization. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors
and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023,
pp. 385-423. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 14

OKREPKA, G., TYNKEVYCH, O., DOSKALIUK, N., KOROTCENKOV, G,
KHALAVKA, Y. CdTe-based nanoparticles synthesized in solutions. In: G. Korotcenkov
(ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors.
Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 359-383.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 13

KOROTCENKOV, G., PRONIN, I.A. Synthesis of II-VI semiconductor nanocrystals. In: G.
Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors.
Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 277-323.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 11

MARKOV, V.F., KOROTCENKOV, G., MASKAEVA, L.N. Thin films of wide band gap
II-VI semiconductor compounds: features of preparation. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook
of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and
Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 233-275. https://doi.org/10.1007/978-3-031-
19531-0 10

KOROTCENKOV, G., VATAVU, S. Features of single-crystal growth of CdTe and Cd;-
xZnxTe compounds designed for radiation detectors. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of
1I-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and
Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 215-232. https://doi.org/10.1007/978-3-031-
19531-0 9

KOROTCENKOV, G., NIKA, D.L. Hg-based narrow band gap II-VI semiconductors. In: G.
Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors.
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25.

Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 67-86.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 3
KOROTCENKOV, G. Cd- and Zn-based wide band gap II-VI semiconductors.
In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation
Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 21-65.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 2
9.3. Editor culegere de articole, materiale ale conferintelor nationale/internationale -3
- Book editor - 3
G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation
Detectors. Vol. 3: Sensors, Biosensors and Radiation Detectors. Springer, Switzerland, 2023,
705 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24000-3
G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation
Detectors.  Vol.  2:  Photodetectors. ~ Springer,  Switzerland, 2023, 524 p.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1
G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation
Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, 599 p.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0
9.4. Articole in reviste stiintifice - 7

9.4.1. in reviste din bazele de date Web of Science si SCOPUS (cu indicarea factorului de

impact IF) — 6

COCEMASOV, A., BRINZARI, V., NIKA D.L. Rattling-induced suppression of thermal
transport in cubic InoO3 with Sn-Ga diatomic defect. In: Journal of Physics: Condensed
Matter. 2023, vol. 35, p. 195701. DOI 10.1088/1361-648X/acbe87 (IF=2.7)
PRONIN, LA., SIGAEV, A.P., KOMOLOV, A.S., ZHIZHIN, E.V., KARMANOV, AA,,
YAKUSHOVA, N.D., KYASHKIN, V.M., NISCHEV, K.N., SYSOEV, V.V., GOEL, S.,
AMREEN, K., RAMYA, K, KOROTCENKOV, G. Effect of plasma treatment on the surface
and photocatalytic properties of nanostructured SnO>-SiO» films. Materials (MDPI) 2023, 16,
5030. https://doi.org/10.3390/mal16145030 (IF= 3.4)
KOROTCENKOV G., SIMONENKO, N.P., SIMONENKO, E.P., SYSOEV, V.V,
BRINZARI, V. Paper-based humidity sensors as promising flexible devices: State of the art.
Part 2: Humidity sensors performances. Nanomaterials 2023, 13(8), 1381.
https://doi.org/10.3390/nano13081381 (IF=5.3)
KOROTCENKOYV G., Paper-based humidity sensors as promising flexible devices: State of
the art. Part 1: General consideration. Nanomaterials 2023, 13, 1110
https://doi.org/10.3390/nano13061110 (IF=5.3)
SIMONENKO, E.P., SIMONENKO, N.P., MOKRUSHIN, A.S., SIMONENKO, T.L.,
GOROBTSOV, P.YU., NAGORNOV, LA., KOROTCENKOV, G., SYSOEV, V.V,
KUZNETSOV, N.T. Application of titanium carbide MXenes in chemiresistive gas sensors.
Nanomaterials 2023, 13 (5), 850. https://doi.org/10.3390/nano13050850 (IF=5.3)
KOROTCENKOV, G., TOLSTOY, V.P., Current trends in nanomaterials for metal oxide-
based conductometric gas sensors: advantages and limitations. Part 2: Porous 2D
Nanostructures. Nanomaterials 2023, 13, 237. https://doi.org/10.3390/nan013020237 (IF =
5.3)

9.4.2. 1n alte reviste din striinitate recunoscute

9.4.3. 1in reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
9.4.4. 1in alte reviste nationale
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9.5. Articole in culegeri stiintifice nationale/internationale - 7

9.5.1. culegeri de lucrari stiintifice editate peste hotare - 7

1. MORARI, V., ZALAMAI, V., RUSU, E., URSAKI, V., COLPO, P., TIGINYANU, I. Study
of (InixGax)203 thin films produced by aerosol deposition method. In: International
Conference (ATOM-N) Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and
Nanotechnologies XI, Proc. of SPIE, Vol. 12493, p. 124931C, 2 March, (2023).
https://doi.org/10.1117/12.2642127.

2. KONOPKO, L., NIKOLAEVA, A., HUBER T. Quantum interference and surface states in
Bi and Bio.g3Sbo.17 nanowires. In: International Conference (ATOM-N) Advanced Topics in
Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies XI, Proc. of SPIE, Vol. 12493, p.
124931D, 2 March, (2023). https://doi.org/10.1117/12.2643011

3. NIKOLAEVA, A., KONOPKO, L., HUBER, T., POPOV, 1., PARA, G. Surface states and
size effects in semiconductor wires of Bii«Sbx topological insulators. In: International

Conference (ATOM-N) Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and
Nanotechnologies XI, Proc. of SPIE, Vol. 12493, p. 124931F, 2 March, (2023).
https://doi.org/10.1117/12.2643275

4. MORARI V., RUSU, D, RUSU, E., URSAKI, V., TIGINYANU I. Characterization of films
prepared by aerosol spray deposition in the (MgO)x(In203)1x system. In: 6th International

Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Editia 6. Chisindu 2023.
IFMBE Proceedings, vol. 91. pp. 52-59. ISSN 16800737. https://doi.org/10.1007/978-3-031-
42775-6_6

5. KONOPKO, L., NIKOLAEVA, A., HUBER, T. Quantum oscillations in topological
linsulator Bi,TexSe microwires contacted with superconducting In2Bi leads. In:. 6th
International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Editia 6.
Chisinau 2023. IFMBE Proceedings, vol. 91 pp. 293-302. ISSN 16800737.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-42775-6_33

6. KONOPKO, L. RUSU, E., NIKOLAEVA, A., MORARI, V. POPOV, I,
COROMISLICHENCO, T., SMYSLOV, V., NIKA, D., and HUBER, T. Thermoelectric
Properties of Ag-doped SnSe Microwires and Layers. In: International Semiconductor
Conference (CAS), an IEEE event, October 11-13, 2023, Sinaia, Romania.
CAS 2023 Proceedings, ISBN: 979-8-3503-2395-5, pp- 255-258,
https://doi.org/10.1109/CAS59036.2023.10303710

7. NICOLAEVA, A., KONOPKO, L., HUBER, T., GHERGHISAN, 1., PARA, G., NIKA, D.,
COROMISLICHENCO, T. Topological insulators based on layers and foils for thermoelectric
microcooling devices. In: International Semiconductor Conference (CAS), an IEEE event,
October 11-13, 2023, Sinaia, Romania.
CAS 2023 Proceedings, ISBN: 979-8-3503-2395-5, pp- 263-260,
https://doi.org/10.1109/CAS59036.2023.10303669

9.5.2. culegeri de lucriri stiintifice editate in Republica Moldova

9.6. Articole in materiale ale conferintelor stiintifice
9.6.1. 1in lucrarile conferintelor stiintifice internationale (peste hotare)
9.6.2. 1in lucririle conferintelor stiintifice internationale (Republica Moldova)
9.6.3. 1in lucrarile conferintelor stiintifice nationale cu participare internationala
9.6.4. in lucrarile conferintelor stiintifice nationale
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9.7. Teze ale conferintelor stiintifice - 8

9.7.1. 1in lucrarile conferingelor stiintifice internationale (peste hotare) - 5
VARZARI, A., KLYUKANOV, A.A., NIKA, D., VATAVU, S. Multiquantum band-to-
impurity optical transitions in CdTe luminescence and phonon-plasmon replicas. In:
European Materials Research Society (EMRS-2023) Spring Meeting Symposium B, 02 _2119:
Materials for energy conversion systems: fundamentals, designs, and applications, May 29-
June 02, 2023, Strasbourg, France.
MORARI, V. Preparation and characterization of Zni;xMgxO thin films obtained by the
aerosol deposition method for UV radiation detector. In: DPG-Friihjahrstagung (DPG Spring
Meeting) of the Condensed Matter Section (SKM), 26 — 31 March 2023, Technische
Universitit Dresden, Germany, Thin films division, Poster - DS 12:53, P3, p. 211. ISSN 2751-
0522.
KONOPKO, L., RUSU, E. NIKOLAEVA, A. MORARI, V. POPOV, I,
COROMISLICHENCO, T., SMYSLOV, V., NIKA, D., HUBER, T. Thermoelectric
properties of Ag-doped SnSe microwires and layers. In: International Semiconductor
Conference (CAS), an IEEE event, October 11-13, 2023, Sinaia, Romania. Poster Session 4:
Nanoscience & Nanoengineering, Paper ID 8017.
https://epapers2.org/cas2023/ESR/paper details.php?paper id=8017
NIKOLAEVA, A., KONOPKO, L., HUBER, T., GHERGHISAN, I., PARA, G., NIKA, D.,
COROMISLICHENCO, T. Topological insulators based on layers and foils for thermoelectric
microcooling devices. In: International Semiconductor Conference (CAS), an IEEE event,
October 11-13, 2023, Sinaia, Romania. Poster Session 4: Nanoscience & Nanoengineering,
Paper ID 8032. https://epapers2.org/cas2023/ESR/paper_details.php?paper_id=8032
VARZARI, A., KLYUKANOV, A.A., NIKA, D., VATAVU, S. Multiquantum band-to-
impurity optical transitions in CdTe luminescence and phonon-plasmon replicas. In: European
Materials Research Society (EMRS-2023) Spring Meeting Symposium B, 02 2119: Materials
for energy conversion systems: fundamentals, designs, and applications, May 29- June 02,
2023, Strasbourg, France.

9.7.2. 1in lucririle conferintelor stiintifice internationale (Republica Moldova) - 3
MORARI, V., RUSU, D., RUSU, E., URSAKI, V., TIGINYANU I. Characterization of films
prepared by aerosol spray deposition in the (MgO)x(In203)1x system. In: The 6th International
Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. September ICNBME 2023 —
20-23, Chisinau, Republic of Moldova. Abstract Book, p. 64, oral presentation.

KONOPKO, L., NIKOLAEVA, A., HUBER, T. Quantum oscillations in topological
linsulator BixTe>Se microwires contacted with superconducting In2Bi leads. In The 6th
International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME 2023,
September 20-23, Chisinau, Republic of Moldova. Abstract Book, p. 63, oral presentation.
TUTOVAN, E., ISAC-GUTUL, T. Photodegradation of doxicycline by advanced oxidation
processes (aop) in water solutions. In: Book of abstracts.(ADMATEH-2023), 21 septembrie,
2023, Chisinau, R. Moldova, p. 26. ISBN 978-9975-62-559-3 (PDF). Disponibil:
https://ichem.md/en/scientific-seminar-rADMATEH.
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9.7.3. in lucririle conferintelor stiintifice nationale cu participare internationali
9.7.4. in lucririle conferintelor stiintifice nationale
9.8. Alte lucriri stiintifice (recomandate spre editare de o institutie acreditata in domeniu)
9.8.1. cirti (cu caracter informativ)
9.8.2. enciclopedii, dictionare
9.8.3. atlase, hirti, albume, cataloage, tabele etc. (ca produse ale cercetirii stiintifice)
9.9. Brevete de inventii si alte obiecte de proprietate intelectuald, materiale la saloanele de
inventii
Brevete de inventii:- 1
1. Brevet de scurta durata MD 1680 Y 2023.03.31. KONOPKO Leonid, MD, NIKOLAEVA
Albina, MD, PARA Gheorghe, MD. Procedeu de recrestalizare a microfirului pe baza de
bismut in izolatie de sticla.

10. Diseminarea rezultatelor obtinute in proiect in forma de prezentiri la foruri stiintifice.
(comunicari, postere — pentru cazurile cAnd nu au fost publicate in materialele conferintelor)

11.  Promovarea rezultatelor cercetiirilor obtinute in proiect in mass-media

»  Emisiuni radio/TV de popularizare a stiintei

* Nica Denis / Te salutd Vocea Basarabiei cu Mihaela & Andrei / Stiinta in Republica
Moldova si clasamentul monidial ,,Top 2%” al celor mai renumiti savanti;

* Nica Denis / Emisiunea Acasa / Stiinta in Republica Moldova si clasamentul monidial
»1op 2%” al celor mai renumiti savanti;

* Nica Denis / Tele Matinal, TVR Moldova / Stiinta in Republica Moldova si
clasamentul monidial ,,Top 2% al celor mai renumiti savanti.

12. Teze de doctorat / postdoctorat sustinute si confirmate in anul 2023 de membrii echipei
proiectului

13. Concluzii

In cadrul etapei a patra a proiectului 20:80009.5007.02 . Materiale nanostructurate
avansate pentru aplicatii termoelectrice §i senzori”, a fost continuati cercetarea proprietatilor
structurale, electronice, fononice i termice ale (1) oxizilor InoOs dopati cu Zn, Pb si Tl (2)
peliculelor ZnO-In203, ZnxMgi1x0, (Gaxlni«)20;3 si SnS, (3) straturilor st microfirelor de SnSe
dopat cu Ag si (4) nanofirelor si nanotuburilor de siliciu. Echipa de cercetare a proiectului a
indeplinit in totalitate obiectivele proiectului preconizate pentru anul 2023.

Pe baza rezultatelor stiintifice obtinute in cadrul proiectului in anul 2023 au fost publicate
46 lucrari stiintifice, inclusiv 25 capitole in monografii intrenationale, 6 articole in reviste cu
factor de impact ISI, 7 articole in culegeri stiintifice internationale si 8 teze la lucrarile
conferintelor stiintifice internationale §i nationale. A fost obtinut 1 brevet de inventie.

Conducitorul de proiect NICA Denis

Data: 77, 0/0%071/
LS
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Anexanr. 1

Rezumatul activitatii si a rezultatelor obtinute in proiect in anul 2023

Materiale nanostructurate avansate pentru aplicatii termoelectrice si senzori

Cifrul proiectului: 20.80009.5007.02

In cadrul etapei a patra a proiectului 20.80009.5007.02 ,,Materiale nanostructurate avansate
pentru aplicatii termoelectrice si senzori”, a fost continuatd cercetarea proprietatilor structurale,
electronice, fononice si termice ale (1) oxizilor InoO3 dopati cu Zn, Pb si Tl, (2) peliculelor ZnO-
In203, ZnxMg1xO, (GaxInix)203 si SnS, (3) straturilor si microfirelor de SnSe dopat cu Ag si (4)
nanofirelor si nanotuburilor de siliciu.

A fost demonstrat teoretic, ca:

1. Formarea defectelor monoatomare Zny sau biatomare Pby-Tl; in reteaua cristalind a In2O3

provoaca atat modificarea substantiald a spectrelor electronice si fononice, cat si

2. Modularea sectiunii transversale a nanotuburilor de siliciu influenteaza slab capacitatea

termica, Tnsd micsoreaza substantial conductibilitatea termicd de retea — de 5 — 10 ori 1n
dependenta de temperatura si de valoarea modulatiei sectiunii transversale.

Au fost confectionati fotoreceptori de radiatie ultravioletd in baza filmelor oxidice
ZnMg1x0 si a fost stabilit mecanismul de sensibilitate si timpul de reactie a acestor fotoreceptori.
Au fost elaborate procedee tehnologice de formare a tranzistorilor cu efect de camp in baza
structurilor de SnS si au fost studiate caracteristicile de frecventa ale lor.

Au fost studiate proprietatile termoelectrice ale straturilor monocristaline si ale microfirelor
policristaline in invelis de sticla in baza de SnSe dopat cu Ag, in intervalul de temperaturi
90 K -300 K. Monocristalele SnSeAgo.o1 sunt crescute prin metoda verticald Bridgman din
topitura stoichiometrica. Stratul monocristalin cu grosimea de 35 um a fost format prin metoda de
exfoliere la o temperatura joasd. Microfirele policristaline in Tnvelis de sticla cu diferite diametre,
cuprinse in intervalul 40 — 140 um, sunt preparate prin metoda Ulitovsky. Forta electromotoare a
probelor investigate (microfire si straturi) la 300 K constitue 190 — 210 uV/K. Factorul de putere
al tuturor probelor la temperatura camerei are 0 valoare de
15—-18 pW cm™! K72, care scade monoton odati cu sciderea temperaturii. Conform puterii
termoelectrice masurate, toate probele prezinta conductivitate de tip 7.

Au fost confectionate mostre de laborator ale senzorului anizotrop planar de flux termic n baza
filmelor de Bi, depuse pe suport de mica. Filme policristaline de Bi cu grosimea de 2 um — 5 pum
au fost depuse prin metoda de evaporare termicd a Bi in vid si au fost recristalizate pentru obtinerea
filmelor monocristaline cu orientarea predeterminata a axei cristalografice Cs.

Pe baza rezultatelor stiintifice obtinute in cadrul proiectului in anul 2023 au fost publicate 46
lucrari stiintifice, inclusiv 25 capitole in monografii intrenationale, 6 articole in reviste cu factor
de impact ISI, 7 articole 1n culegeri stiintifice internationale si 8 teze la lucrarile conferintelor
stiintifice internationale si nationale. Au fost obtinute 1 brevet de inventie.

Within the fourth stage of the project 20.80009.5007.02 “Advanced nanostructured materials
for thermoelectric and sensor applications”, it was continued study of the structural, electronic,

15




phononic and thermal properties of (1) InyO3 oxides doped by Zn, Pb and Tl, (2) of ZnO-In20s,

Zn,Mg1x0, (GaxInix)>03 and SnS thin films, (3) of SnSe thin films and microwires dopeb by Ag

and (4) of Silicon nanowires and nanotubes.

It was demonstrated that:

e the formation of monoatomic Zns or biatomic Pby-T1; defects in the crystal lattice of In203
results both in substantial modification of its electronic and phonon spectra and effective
decrease of the phonon thermal conductivity;

e cross-section modulation weakly influences the heat capacity of Silicon nanotubes, but
substantially decreases their lattice thermal conductivity: by 5-10 times depending on the
temperature and the modulation thickness.

Ultraviolet radiation photoreceptors based on ZnMgixO oxide films were developed and
the sensitivity mechanism and reaction time of these photoreceptors were determined.
Technological protocols of SnS-based field-effect transistors (FETSs) fabrication was described
and frequency characteristics of SnS-based based FETs were studied.

The thermoelectric properties of Ag-doped SnSe single-crystal and polycrystalline
microwires in glass coatings were studied in the temperature range 90 K - 300 K. SnSeAgo .
single crystals are grown by the vertical Bridgman method from stoichiometric melt. The 35 um
thick single crystal layer was formed by the exfoliation method at low temperature. The
polycrystalline glass-encased microwires with different diameters in the range of 40 - 140 um
were prepared by the Ulitovsky method. The electromotive force of the investigated samples
(microwires and layers) at 300 K constitutes 190 - 210 uV/K. The power factor of all samples at
room temperature possesses a value of 15 - 18 uW cm™ K2 and decreases monotonically with
temperature decrease. According to the measured thermoelectric strength, all samples
demonstrate n-type conductivity.

Laboratory model of the planar anisotropic heat flow sensor based on Bi films deposited on
mica support was developed. Polycrystalline Bi films with thickness of 2 um - 5 um were
deposited on mica support by the thermal evaporation method and were recrystallized to obtain
single crystal films with predetermined orientation of C3 crystallographic axis.

The results of the project obtained in 2023 were published in 46 scientific works,
including 25 book chapters, 6 research articles in peer-reviewed international journals with ISI
impact factor, 7 research articles and 8 abstracts in conference proceedings/abstract book; 1
national patent was obtained.

Conducitorul de proiect NICA

semnatura

Data: 7. 01. 202¥
LS
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Anexanr. 3

Executarea devizului de cheltuieli,
conform anexei nr. 2.3 din contractul de finantare pentru anul 2023

Cifrul proiectului: _20.80009.5007.02

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cheltuieli, mii lei
Cod Anul de gestiune
Dieeirs Eco (k6) | Aprobat Mo:l-;{'lcat Precizat

Remunerarea muncii 211180 1295,8 1295,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 212100 311,0 311,0
(24%)

Alte prestafii sociale ale angajatorilor 273900 +55,0 55,0
TOTAL 1606,8 +55,0 1661,8

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICA ST NANOTEHNOLOGII »D.GHITU”

Cheltuieli, mii lei
Cod Anul de gestiune
Denumirea codurilor economice Eco Modificat ;
Aprobat Precizat
(k6) +/-

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 211180 | 14581 1458,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii (24%) 212100 3499 3499
Deplasari de serviciu peste hotare 222720 30,6 +0,2 30,8
Servicii neatribuite altor aliniate 222990 1.4 -0,7 0,7
Alte prestatii sociale ale angajatilor . 273900 +45,0 45,0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii 281900 22:5 +0,5 23,0
P_rocurarca m'aterlalelor pentru scopuri didactice, stiintifice 335110 1.4 1.4
si alte scopuri
Procurarea materiale de uz gospodaresc si rechizite de 336110 2.0 2.0
birou
TOTAL 1910,9

Rectorul

Contabil sef

Conducitorul de proiect NICA Denis

Data: 70 07 202y

LS
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Cifrul proiectului

Componenta echipei conform contractului de finantare 2023

20.80009.5007.02

Anexa nr. 4

Echipa proiectului conform contractului de finantare (la semnarea contractului) pentru 2023

Nr | Nume, prenume Anul Titlul Norma de Data Data
(conform nasterii stiintific munca conform | angajarii eliberarii
contractului de contractului
finantare)

UNIVERSITATE DE STAT DIN MOLDOVA
1 | Nica Denis 1979 dr. hab. 1 01.01.2023 | 31.12.2023
2 | Korotcenkov Ghenadii| 1949 dr. hab. 1 01.01.2023 | 31.12.2023
3 | Brinzari Vladimir 1954 dr. 1 01.01.2023 | 31.12.2023
4 | Cocemasov Alexandr 1987 dr. 1 01.01.2023 | 31.12.2023
5 | Cliucanov Alexandr 1944 dr. hab. 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023
6 | Zincenco Nadejda 1982 dr. 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023
7 | Vatavu Elmira 1978 dr. 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023
8 | Isacova Calina 1983 fard grad 1 01.01.2023 | 31.12.2023
9 | Crismari Dmitrii 1984 fard grad 0.25 01.01.2023 | 31.12.2023

10 | Taracanova Larisa 1945 fara grad 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023

11 | Gaiu Nicolai 1964 fara grad 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023

12 | Ivanov Mihail 1948 dr. 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023

13 | Ascherov Artur 1982 fard grad 0.5 01.12.2023 | 31.12.2023

14 | Ciopcic Veaceslav 1964 dr. 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023

15 | Isac-Gutul Tatiana 1977 dr. 0.5 01.02.2023 | 31.12.2023

16 | Cretu Raisa 1959 fara grad 0.5 01.01.2023 | 31.12.2023

17 | Beldiga Maria 1984 dr. 0.25 01.02.2023 | 31.12.2023

18 | Bradcenco Irina 1998 fara grad 0.5 01.03.2023 | 31.12.2023

19 | Carpov Emanuil 1998 fara grad 0.25 01.03.2023 | 31.12.2023

20 | Vaneev Alexandr 1998 fara grad 0.25 01.03.2023 | 31.12.2023

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICA SI NANOTEHNOLOGII ,,D.GHITU”
21 | Konopko Leonid 1949 dr. 1,00 03.01.2023 | 31.12.2023
22 | Rusu Emil 1944 dr. hab. 1,00 03.01.2023 | 31.12.2023
23 | Ghimpu Lidia 1961 dr. 0,50 03.01.2023 | 31.12.2023
24 | Curmei Nicolae 1989 dr. 0,50 03.01.2023 | 31.12.2023

25 | Leporda Nicolae 1951 dr. 0,50 03.01.2023 | 31.12.2023

26 | Cojocaru Victor 1964 dr. 0,50 03.01.2023 | 31.12.2023

27 | Suman Victor 1967 fard grad 1,00 03.01.2023 | 31.12.2023

28 | Morari Vadim 1992 fara grad 1,50 03.01.2023 | 31.12.2023
29 | Nikolaeva Albina 1941 dr.hab. 1,00 03.01.2023 | 31.12.2023
30 | Bodiul Pavel 1938 dr.hab. 0,25 03.01.2023 | 31.12.2023
31 | Popov Ivan 1960 fard grad 1,00 03.01.2023 | 31.12.2023
32 | Para Gheorghe 1970 dr. 1,00 03.01.2023 | 31.12.2023
33 | Smaslov Vladimir 1950 fara grad 0,50 03.01.2023 | 31.12.2023
34 | Pencala Victor 1998 fara grad 0,50 03.01.2023 | 31.12.2023
35 | Slobodeniuc 1957 feird grad 0,25 03.01.2023 | 31.12.2023
Constantin
36 | Gherghesan Igor 1972 fara grad 0,50 03.01.2023 | 31.12.2023
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Ponderea tinerilor (%) din numarul total al executorilor conform contractului de
finantare

9 tineri (pina la 35)
25%

Nu au existat modificari in componenta echipei pe parcursul anului 2023

Ponderea tinerilor (%) din numirul total al executorilor la data raportarii

9 tineri (pina la 35)
25%

Rectorul
Contabil sef COJOCARUE
Conducitorul de proiect NICA Denis

Data: 20.01. .7200?""/
LS
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Anexanr. 5

Informatie suplimentari referitor la activititile membrilor echipei in anul 2023

Redactor / membru al colegiilor de redactie al revistelor internationale

e Nica Denis / Physics of the Solid States / Redactor-gef;

e Nica Denis / Applied Sciences (factor de impact (FI) = 2,679) / Membru al Colegiului de
Redactie;

e Nica Denis / Frontiers in Thermal Engineering / Redactor;

e Brinzari, Vladimir / Journal Applied Surface Science Advances / membru al Colegiului
de Redactie;

e Korotcenkov, Ghenadii / Sensors / membru al Colegiului de Redactie;

e Korotcenkov, Ghenadii / Universal Journal of Lasers, Optics, Photonics and Sensors
(UJLOPS) / membru al Colegiului de Redactie;

e Korotcenkov, Ghenadii / Nanomaterials / membru al Colegiului de Redactie;

e Korotcenkov, Ghenadii / Current Chinese Chemistry / membru al Colegiului de Redactie;

e Korotcenkov, Ghenadii / Surface Engineering and Applied Electrochemistry / membru al
Colegiului de Redactie;

Redactor / membru al colegiilor de redactie al revistelor nationale
e Nica, Denis / Moldavian Journal of Physical Sciences / membru al Colegiului de
Redactie;
e Rusu, Emil / Moldavian Journal of Physical Sciences / membru al Colegiului de
Redactie.

Aprecierea si recunoasterea rezultatelor obtinute in proiect

e Diplome primite in saloanele de inventii - 5

1. KONOPKO, L.; NIKOLAEVA, A.; PARA, G. Procedeu de recristalizare a
microfirului pe baza de bismut in izolatie de sticla. Diplomd medalia de aur, Expozitia
Internationala Specializata ,,INFOINVENT 2023 22-24 noiembrie 2023, Chisinau,
Moldova. https://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2023.pdf

2. MONAICO, E., URSAKI, V., MORARI, V., TIGHINEANU, I. Procedeu de obtinere
a nanostructurilor magnetice. Diplomda medalia de aur, PRO INVENT - editia XXI,
Cluj-Napoca, ROMANIA, 25-27 Octombrie, (2023).

3. MONAICO, E., URSAKI, V., MORARI, V., TIGHINEANU, I. Process for fabrication
of magnetic nanostructures. Diploma of golden medal of Innovation and Creative
Education Fair for Youth (ICE-USV) - VII™ Edition, Suceava, ROMANIA, July, 07 -
09, (2023). http://cris.utm.md/bitstream/5014/1748/1/ICE-
USV_ 2023 _Gold Monaico%20E..pdf

4, MONAICO, E., URSAKI, V., MORARI, V., TIGHINEANU, I. Process for fabrication
of magnetic nanostructures. Diploma of golden medal of The 15" European Exhibition
of Creativity and Innovation ,,EUROINVENT?”, lasi, Romania, May 13, (2023).
http://cris.utm.md/bitstream/5014/1692/1/Euroinvent_2023_Gold Monaic0%20E..pd
f
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5.

KOROTCENKOV, G. Handbook of II-VI semiconductor-based sensors and radiation
detectors. Vol. 2: Photodetectors. Diploma of silver medal of The 15" European
Exhibition of Creativity and Innovation ,,EUROINVENT?, lasi, Romania, May 13,
(2023).

Korotcenkov Ghenadii si Nica Denis au fost inclusi in clasamentul monidial ,,Top
2%” al celor mai renumiti savanti (conform Stanford University, USA);

Nica Denis - ,,Premiul National Negruzzi - 200", editia 2023, Iasi, Romania.
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